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(57)【要約】
【課題】  シール剤との接着性が良好な樹脂膜を備え
る。
【解決手段】  液晶を介して対向配置される各基板のう
ち少なくとも一方の基板の液晶側の面に樹脂膜が形成さ
れ、この樹脂膜の表面の接触角が５０°以下となってい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶を介して対向配置される各基板のう
ち少なくとも一方の基板の液晶側の面に樹脂膜が形成さ
れ、この樹脂膜の表面の水での接触角が５０°以下とな
っていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  液晶を介して対向配置される各基板のう
ち少なくとも一方の基板の液晶側の面に樹脂膜を形成す
る際に、
表面張力が５０ｍＮ／ｍ以下の樹脂液を塗布する工程
と、塗布された樹脂を硬化させて樹脂膜を形成する工程
と、この樹脂膜の表面を厚さ１０ｎｍ以上となる範囲で
エッチングする工程とからなることを特徴とする液晶表
示装置の製造方法。
【請求項３】  液晶を介して対向配置される各基板のう
ち少なくとも一方の基板の液晶側の面に樹脂膜が形成さ
れ、その樹脂膜の表面に透明導電膜が形成されるもので
あって、
前記樹脂膜はその熱変形温度が２００℃以上となってい
ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】  樹脂膜は、カラーフィタルが形成された
基板側に該カラーフィルタをも被って形成される平坦化
膜であることを特徴とする請求項１ないし３のうちいず
れかに記載の液晶表示装置。
【請求項５】  樹脂膜は、薄膜トランジスタが形成され
た基板側に該薄膜トランジスタをも被って形成される保
護膜であることを特徴とする請求項１ないし３のうちい
ずれかに記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、特に、それに用いられる樹脂膜の改良に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は、液晶を介して対向配置
される各透明基板を外囲器とし、該液晶の広がり方向に
多数の画素を有する表示部を構成している。そして、前
記各透明基板のそれぞれの液晶側の面には、いわゆるフ
ォトリソグラフィ技術による選択エッチングによって、
所定のパターンに形成された金属層、半導体層、および
絶縁層等が積層されて、前記画素が形成されている。
【０００３】このうち絶縁層としてはたとえばＳｉＯ
２、ＳｉＮ等の無機材料からなるもののほか、樹脂膜等
の有機材料からなるものも用いられている。そして、一
方の透明基板に対する他方の透明基板の固定はそれらの
間に介在される液晶を封入する機能を兼ね備えたシール
剤によってなされている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うに構成される液晶表示装置は、まず、カラーフィルタ
が形成される側の透明基板には、該カラーフィルタをも
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被って平坦化膜が形成されている。この平坦化膜はカラ
ーフィルタによる段差を顕在化させることなく表面を平
坦にする膜でたとえば塗布によって形成された樹脂膜で
形成されている。
【０００５】しかし、この平坦化膜は該透明基板の周辺
にまで及んで形成され、その上面には前記シール剤が形
成させるようになるが、このシール剤との接着強度が充
分でないという不都合があった。また、シール剤によっ
て囲まれた領域内の平坦化膜の上面には、たとえばＩＴ
Ｏ（Indium-Tin-Oxide）等の透明導電層からなる電極が
形成されるものがあり、この電極のシート抵抗が前記平
坦膜が原因で変動してしまうという不都合があった。さ
らに、該平坦化膜の表面に該透明導電層等が形成されて
いなくても、たとえば配向膜を介して液晶と対向してい
る場合において、その対向部分の平坦化膜から液晶を汚
染する不純物が侵入するという不都合があった。
【０００６】上述した不都合は必ずしも平坦化膜に限ら
ず、たとえば、薄膜トランジスタが形成された透明基板
側であって、該薄膜トランジスタへの液晶の直接の接触
を回避するため等に設けられる保護膜が樹脂膜によって
構成される場合も同様の不都合が発生する。
【０００７】本発明は、このような事情に基づいてなさ
れたものであり、その目的は、シール剤との接着性が良
好な樹脂膜を備える液晶表示装置を提供することにあ
る。また、本発明の他の目的は、透明導電膜が直接形成
される樹脂膜であって、該透明導電膜のシート抵抗を変
動させることのないものを備える液晶表示装置を提供す
ることにある。また、本発明の他の目的は、液晶を汚染
させることのない樹脂膜を備える液晶表示装置を提供す
ることにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
以下のとおりである。すなわち、本発明による液晶表示
装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板
のうち少なくとも一方の基板の液晶側の面に樹脂膜が形
成され、この樹脂膜の水での表面の接触角が５０°以下
となっていることを特徴とするものである。このように
構成された液晶表示装置は、いわゆるぬれ性が向上し、
シール剤との接着強度が向上し、該シール剤の液晶に対
する封止に信頼性を有するようになる。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置
の実施例を図面を用いて説明する。
【００１０】実施例１．
《等価回路》図１０は本発明による液晶表示装置の一実
施例を示す等価回路図である。同図は回路図であるが、
実際の幾何学的配置に対応して描かれている。同図にお
いて、透明基板ＳＵＢ１があり、この透明基板ＳＵＢ１
は液晶を介して他の透明基板ＳＵＢ２と対向して配置さ
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れている。
【００１１】前記透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面には、
図中ｘ方向に延在しｙ方向に並設されるゲート信号線Ｇ
Ｌと、このゲート信号線ＧＬと絶縁されてｙ方向に延在
しｘ方向に並設されるドレイン信号線ＤＬとが形成さ
れ、これら各信号線で囲まれる矩形状の領域が画素領域
となり、これら各画素領域の集合によって表示部ＡＲを
構成するようになっている。
【００１２】各画素領域には、一方のゲート信号線ＧＬ
からの走査信号（電圧）の供給によって駆動される薄膜
トランジスタＴＦＴと、この薄膜トランジスタＴＦＴを
介して一方のドレイン信号線ＤＬからの映像信号（電
圧）が供給される画素電極ＰＩＸが形成されている。
【００１３】また、画素電極ＰＩＸと前記一方のゲート
信号線ＧＬと隣接する他方のゲート信号線ＧＬとの間に
は容量素子Ｃａｄｄが形成され、この容量素子Ｃａｄｄ
によって、前記薄膜トランジスタＴＦＴがオフした際
に、画素電極ＰＩＸに供給された映像信号を長く蓄積さ
せるようになっている。
【００１４】各画素領域における画素電極ＰＩＸは、液
晶を介して対向配置される他方の透明基板ＳＵＢ２の液
晶側の面にて各画素領域に共通に形成された対向電極Ｃ
Ｔ（図示せず）との間に電界を発生せしめるようになっ
ており、これにより各電極の間の液晶の光透過率を制御
するようになっている。
【００１５】各ゲート信号線ＧＬの一端は透明基板の一
辺側（図中左側）に延在され、その延在部は該透明基板
ＳＵＢ１に搭載される垂直走査回路からなる半導体集積
回路ＧＤＲＣのバンプと接続される端子部ＧＴＭが形成
され、また、各ドレイン信号線ＤＬの一端も透明基板Ｓ
ＵＢ１の一辺側（図中上側）に延在され、その延在部は
該透明基板ＳＵＢ１に搭載される映像信号駆動回路から
なる半導体集積回路ＤＤＲＣのバンプと接続される端子
部ＤＴＭが形成されている。
【００１６】半導体集積回路ＧＤＲＣ、ＤＤＲＣはそれ
ぞれ、それ自体が透明基板ＳＵＢ１上に完全に搭載され
たもので、いわゆるＣＯＧ（チップオングラス）方式と
称されている。
【００１７】半導体集積回路ＧＤＲＣ、ＤＤＲＣの入力
側の各バンプも透明基板ＳＵＢ１に形成された端子部Ｇ
ＴＭ２、ＤＴＭ２にそれぞれ接続されるようになってお
り、これら各端子部ＧＴＭ２、ＤＴＭ２は各配線層を介
して透明基板ＳＵＢ１の周辺のうち最も端面に近い部分
にそれぞれ配置された端子部ＧＴＭ３、ＤＴＭ３に接続
されるようになっている。
【００１８】前記透明基板ＳＵＢ２は、前記半導体集積
回路が搭載される領域を回避するようにして透明基板Ｓ
ＵＢ１と対向配置され、該透明基板ＳＵＢ１よりも小さ
な面積となっている。
【００１９】そして、透明基板ＳＵＢ１に対する透明基
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板ＳＵＢ２の固定は、該透明基板ＳＵＢ２の周辺に形成
されたシール材ＳＬによってなされ、このシール材ＳＬ
は透明基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２の間の液晶を封止する機
能も兼ねている。
《画素の構成》図１１は透明基板ＳＵＢ１の一画素領域
の構成を示す平面図であり、図１０の点線枠Ａに示す部
分に相当する図面である。また、図１２は図１１のXII
－XII線における断面図を示し、透明基板ＳＵＢ２の断
面図をも示している。
【００２０】図３において、まず、透明基板ＳＵＢ１の
液晶側の面に図中ｘ方向に延在しｙ方向に並設されるゲ
ート信号線ＧＬが形成されている。そして、このゲート
信号線ＧＬをも被って透明基板ＳＵＢ１の面にたとえば
ＳｉＮからなる絶縁膜ＧＩが形成されている（図１２参
照）。
【００２１】この絶縁膜ＧＩは、後述のドイレン信号線
ＤＬに対してはゲート信号線ＧＬとの層間絶縁膜として
の機能、後述の薄膜トランジスタＴＦＴに対してはその
ゲート絶縁膜としての機能、後述の容量素子Ｃａｄｄに
対してはその誘電体膜としての機能を有するようになっ
ている。
【００２２】画素領域の左下においてゲート信号線ＧＬ
と重畳する部分において、たとえばａ－Ｓｉからなるｉ
型（真性：導電型決定不純物がドープされていない）の
半導体層ＡＳが形成されている。
【００２３】この半導体層ＡＳは、その上面にソース電
極およびドレイン電極を形成することによって、前記ゲ
ート信号線の一部をゲート電極とするＭＩＳ型の薄膜ト
ラシジスタＴＦＴの半導体層となるものである。
【００２４】この薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極
ＳＤ１およびドレイン電極ＳＤ２は、前記絶縁膜ＧＩ上
に形成されるドレイン信号線ＤＬと同時に形成されるよ
うになっている。
【００２５】すなわち、図中ｙ方向に延在されｘ方向に
並設されるドレイン信号線ＤＬが形成され、このドレイ
ン信号線ＤＬの一部を前記半導体層ＡＳの上面にまで延
在させて形成することにより、その延在部は薄膜トラン
ジスタＴＦＴのドレイン電極ＳＤ２として形成される。
【００２６】また、この時、前記ドレイン電極ＳＤ２と
離間させて形成された電極がソース電極ＳＤ１となる。
このソース電極ＳＤ１は後述の画素電極ＰＩＸと接続さ
れるもので、その接続部を確保するために、画素領域の
中央側に若干延在させた延在部を有するパターンとなっ
ている。
【００２７】なお、ドレイン電極ＳＤ２、ソース電極Ｓ
Ｄ１の半導体層ＡＳとの界面には不純物がドープされた
半導体層が形成され、この半導体層はコンタクト層とし
て機能するようになっている。
【００２８】前記半導体層ＡＳを形成した後、その表面
に不純物がドープされた膜厚の薄い半導体層を形成し、
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ドレイン電極ＳＤ２およびソース電極ＳＤ１を形成した
後に、前記各電極をマスクとして、それから露出された
不純物がドープされた半導体層をエッチングすることに
より、上述した構成とすることができる。
【００２９】そして、このようにドレイン信号線ＤＬ
（ドレイン電極ＳＤ２、ソース電極ＳＤ１）が形成され
た透明基板ＳＵＢ１の表面には、該ドレイン信号線ＤＬ
等をも被ってたとえばＳｉＮからなる保護膜ＰＳＶが形
成されている。
【００３０】この保護膜ＰＳＶは薄膜トランジスタＴＦ
Ｔの液晶との直接の接触を回避するため等に設けられる
もので、前記薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ
１の延在部の一部を露出させるためのコンタクトホール
ＣＨが形成されている。
【００３１】また、この保護膜ＰＳＶの上面には画素領
域の大部分を被ってたとえばＩＴＯ（Indium-Tin-Oxid
e）膜からなる透明の画素電極ＰＩＸが形成されてい
る。
【００３２】この画素電極ＰＩＸは、保護膜ＰＳＶの前
記コンタクトホールＣＨをも被うようにして形成され、
これにより薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ１
と接続されるようになっている。
【００３３】さらに、このように画素電極ＰＩＸが形成
された透明基板ＳＵＢ１の表面には、該画素電極ＰＩＸ
をも被って配向膜ＯＲＩ１が形成されている。この配向
膜ＯＲＩ１はたとえば樹脂からなり、その表面には一定
方向にラビング処理がなされている。この配向膜ＯＲＩ
１は液晶ＬＣと接触するようになっており、この配向膜
ＯＲＩ１によって該液晶ＬＣの初期配向方向を決定する
ようになっている。そして、透明基板ＳＵＢ１の液晶Ｌ
Ｃと反対側の面には、偏光板ＰＯＬ１が被着されてい
る。
【００３４】一方、透明基板ＳＵＢ２の液晶側の面に
は、各画素領域を画するようにしてブラックマトリック
スＢＭが形成されている。このブラックマトリックスＢ
Ｍは、外来の光が薄膜トランジスタＴＦＴに照射するの
を回避させるためと、表示のコントラストを良好にする
ために設けられている。
【００３５】さらに、ブラックマトリックスＢＭの開口
部（光が透過する領域となり、実質的な画素領域とな
る）には各画素領域に対応した色を有するカラーフィル
タＦＩＬが形成されている。
【００３６】このカラーフィルタＦＩＬは、たとえばｙ
方向に並設される各画素領域において同色のフィルタが
用いられ、ｘ方向の各画素領域毎にたとえば赤（Ｒ）、
緑（Ｇ）、青（Ｂ）のフィルタが順番に繰り返されて配
列されている。
【００３７】このようにブラックマトリックスＢＭおよ
びカラーフィルタＦＩＬが形成された透明基板ＳＵＢ２
の表面には該ブラックマトリックスＢＭ等をも被ってた
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とえば塗布等により形成されたたとえば高分子樹脂から
なる平坦化膜ＯＣが形成され、その表面に該ブラックマ
トリックスＢＭおよびカラーフィルタＦＩＬによる段差
が顕在されないようになっている。
【００３８】この平坦膜ＯＣは、この実施例では、その
表面張力が水の場合、５０ｍＮ／ｍ以下に設定され、ま
た、透明基板ＳＵＢ２の周辺のシール剤ＳＬが形成され
る領域にまで及んで形成されている。このようにした理
由は、平坦膜ＯＣに対するシール剤ＳＬの接着の強度を
向上させ、シール剤ＳＬの信頼性を確保せんがためであ
る。そして、この平坦化膜ＯＣの表面には各画素領域に
共通にたとえばＩＴＯからなる対向電極ＣＴが形成され
ている。
【００３９】この対向電極ＣＴは各画素領域における画
素電極ＰＩＸとの間に映像信号（電圧）に対応した電界
を発生せしめ、これら各電極との間の液晶ＬＣの配向方
向を制御し、前述した偏光板ＰＯＬ１と後述する偏光板
ＰＯＬ２との適切な組合せによって光透過率を制御する
ようになっている。
【００４０】さらに、このように対向電極ＣＴが形成さ
れた透明基板ＳＵＢ２の表面には、該対向電極ＣＴをも
被って配向膜ＯＲＩ２が形成されている。この配向膜Ｏ
ＲＩ２はたとえば樹脂からなり、その表面には一定方向
にラビング処理がなされている。この配向膜ＯＲＩ２は
液晶と接触するようになっており、この配向膜ＯＲＩ２
によって該液晶ＬＣの初期配向方向を決定するようにな
っている。そして、透明基板ＳＵＢ１の液晶ＬＣと反対
側の面には、偏光板ＰＯＬ２が被着されている。
【００４１】上述したように平坦膜ＯＣは樹脂膜で構成
され、かつその樹脂液の表面張力は５０ｍＮ／ｍ以下と
して設定されている。この平坦化膜ＯＣの製造方法を以
下に説明する。
【００４２】まず、主剤として脂環エポキシ樹脂、硬化
剤としてフェノール樹脂、溶剤としてプロピレングリコ
ールモノエチルエーテルアセテートとジエチレングリコ
ールジメチルエーテルの混合溶媒を用意し、固形分濃度
を２０％に調整したレジストにフッ素系界面活性剤を添
加する。
【００４３】この場合、この界面活性剤の添加量によっ
て、レジストの表面張力（ベルヌーイ法による）は図１
に示すように下がることが確認されており、これによ
り、レジストの表面張力が５０ｍＮ／ｍ以下となるよう
に該界面活性剤を添加する。
【００４４】そして、このようにして形成されたレジス
トを透明基板ＳＵＢ２のカラーフィルタＦＩＬが形成さ
れた面に該カラーフィルタＦＩＬをも被ってたとえばス
ピンコータを用いて一様に塗布する。この場合、塗布後
のレジスタは硬化されるが、その際の膜厚がたとえば
１．５μｍとなるように、塗布するレジスタの膜厚が設
定される。
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7
【００４５】硬化されたレジストの表面の段差を触針式
粗さ計を用いて測定したところ該段差が極めて少なくな
っていることが確認された。ちなみに、図２はレジスト
の表面張力と硬化後の段差との関係を示した実験グラフ
を示し、レジストの表面張力が５０ｍＮ／ｍ以下とする
ことにより、段差が急激に減少することが判る。
【００４６】次に、硬化されたレジストの表面をアルカ
リ・プラズマ処理を用いてエッチングし、そのエッチン
グを表面から厚さ１０ｎｍ以上となる範囲で止める。こ
れにより得られたレジストはシール剤に対する接着強度
が増加するようになる。
【００４７】図３は、硬化されたレジストの表面のエッ
チング深さと表面接触角との関係を示した実験グラフで
ある。
【００４８】ここで、表面接触角とは、図１４に示すよ
うに、エッチングされたレジストＲＧの表面に水ＡＱか
らなる液滴を形成し、その液滴の周辺における表面角
（レジストの表面に対する）θをいい、この表面接触角
が小さくなることによって、いわゆるぬれ性が向上し、
シール剤との接着が強化されるようになる。
【００４９】図３のグラフから明らかになるように、エ
ッチング深さが１０ｎｍ以上となった場合、表面接触角
が小さくなるとともに、その値が安定することが判る。
【００５０】なお、図４は、レジストのエッチング深さ
と該レジストに含有されている界面活性剤量との関係を
示したグラフである。このグラフから表面接触角は界面
活性剤の量と密接な関係があることが判る。
【００５１】その後、このレジストの表面の周辺にたと
えばデスペンサーを用いてシール剤ＳＬを塗布し、対向
する他の透明基板ＳＵＢ２との対向配置を行うが、この
場合、引っ張り試験機を用いてシール剤ＳＬの接着強度
を測定すると良好な結果が得られる。
【００５２】図５は、レジストの表面の表面接触角とシ
ール接着強度との関係を示したグラフであり、レジスト
の表面の表面接触角が５０°以下の場合に、それにとも
ないシール接着強度が向上することが判る。
【００５３】実施例２．この実施例では、前記平坦化膜
ＯＣにおいて、その熱変形温度が２００℃以上となるよ
うに設定されている。このようにした理由は、平坦化膜
ＯＣからのガスの発生を抑制させ、これにより画素電極
ＰＩＸのシート抵抗の変動が生じるのを回避せんがため
である。
【００５４】このような平坦化膜ＯＣは、それを構成す
る樹脂膜に含有させる熱硬化成分の量を変えることによ*
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*り２００℃以上の熱変形温度とすることができ、この樹
脂膜からの発ガス量を抑制できるようになる。
【００５５】これは、熱変形温度が２００℃以上となる
ことにより、樹脂の３次元的網目構造（架橋密度）が密
となり、該樹脂中の未反応モノマーが少なくなるためで
ある。この場合、樹脂の吸湿による水分量も少なくなる
効果も奏する。
【００５６】図６は、樹脂膜の熱変形温度と該樹脂膜か
らの発ガス量との関係を、ＴＤＳを用いて示した実験グ
ラフであり、該熱変形温度が２００℃以上となることに
より、発ガス量が小さくなるともに、その量も安定して
くることが判る。そして、この樹脂膜の上面にＩＴＯ膜
を形成した場合、該ＩＴＯ膜はそのシート抵抗が上がる
ことなく安定したものとなる。
【００５７】図７は、樹脂膜の熱変形温度と該樹脂膜の
上面に形成したＩＴＯ膜のシート抵抗との関係を示した
実験グラフである。同図から樹脂膜の熱変形温度を２０
０℃以上とした場合、ＩＴＯ膜のシート抵抗は上がるこ
となく安定したものとなる。
【００５８】実施例３．この実施例では、平坦化膜ＯＣ
の表面張力を５０ｍＮ／ｍ以上に設定していることにあ
る。このように形成された樹脂膜は液晶の汚染を低減さ
せることができる。これは樹脂膜の３次元的網目構造
（架橋密度）が密になり、該樹脂中に含まれる液晶汚染
源であるイオン性不純物が閉じ込められるからである。
【００５９】その製造方法としては、まず、主剤として
脂環エポキシ樹脂、硬化剤としてフェノール樹脂、溶剤
としてプロピレングリコールモノエチルエーテルアセテ
ートとジエチレングリコールジメチルエーテルの混合溶
媒を用意し、固形分濃度を２０％に調整した。
【００６０】このレジスト中に、硬化促進剤として２Ｅ
４ＭＺ－ＣＮ（商品名：四国化成製）を主剤に対し１重
量％添加し撹拌溶解、硬化の後、膜厚が１．５μｍにな
るようにスピンコータにより塗布を行う。その後、８０
℃、３０分のプリベークにより溶剤を除去後、２００℃
にて６０分の硬化ベークを行って終了する。
【００６１】このようにして得られた樹脂膜を削り取
り、熱分析を行い熱変形温度Ｔｇを測定すると１８０℃
であった。また、削り取った樹脂膜を液晶中に添加し、
１００℃で１００時間のエージングを行った後、液晶の
比抵抗を測定し次式（１）により初期液晶の比抵抗に対
する保持率を求めた結果、１０％であった。
【００６２】
【数１】

  （エージング後の液晶比抵抗／初期液晶の比抵抗）×１００  …………（１
）また、他の製造方法としては、まず、主剤として脂環エ

ポキシ樹脂、硬化剤としてフェノール樹脂、溶剤として
プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテートと
ジエチレングリコールジメチルエーテルの混合溶媒を用
意し、固形分濃度を２０％に調整した。

【００６３】このレジスト中に、硬化促進剤として２Ｅ
４ＭＺ－ＣＮ（商品名：四国化成製）を主剤に対し２重
量％添加し撹拌溶解、硬化の後、膜厚が１．５μｍにな
るようにスピンコータにより塗布を行う。その後、８０
℃、３０分のプリベークにより溶剤を除去後、２００℃
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9
にて６０分の硬化ベークを行って終了する。
【００６４】このようにして得られた樹脂膜を削り取
り、熱分析を行い熱変形温度Ｔｇを測定すると１９５℃
であった。また、削り取った樹脂膜を液晶中に添加し、
１００℃で１００時間のエージングを行った後、液晶の
比抵抗を測定し上式（１）により初期液晶の比抵抗に対
する保持率を求めた結果、３０％であった。
【００６５】さらに、他の方法としては、まず、主剤と
して脂環エポキシ樹脂、硬化剤としてフェノール樹脂、
溶剤としてプロピレングリコールモノエチルエーテルア
セテートとジエチレングリコールジメチルエーテルの混
合溶媒を用意し、固形分濃度を２０％に調整した。
【００６６】このレジスト中に、硬化促進剤として２Ｅ
４ＭＺ－ＣＮ（商品名：四国化成製）を主剤に対し３重
量％添加し撹拌溶解、硬化の後、膜厚が１．５μｍにな
るようにスピンコータにより塗布を行う。その後、８０
℃、３０分のプリベークにより溶剤を除去後、２００℃
にて６０分の硬化ベークを行って終了する。
【００６７】このようにして得られた樹脂膜を削り取
り、熱分析を行い熱変形温度Ｔｇを測定すると２０５℃
であった。また、削り取った樹脂膜を液晶中に添加し、
１００℃で１００時間のエージングを行った後、液晶の
比抵抗を測定し上式（１）により初期液晶の比抵抗に対
する保持率を求めた結果、５５％であった。
【００６８】さらに他の製造方法としては、まず、主剤
として脂環エポキシ樹脂、硬化剤としてフェノール樹
脂、溶剤としてプロピレングリコールモノエチルエーテ
ルアセテートとジエチレングリコールジメチルエーテル
の混合溶媒を用意し、固形分濃度を２０％に調整した。
【００６９】このレジスト中に、硬化促進剤として２Ｅ
４ＭＺ－ＣＮ（商品名：四国化成製）を主剤に対し４重
量％添加し撹拌溶解、硬化の後、膜厚が１．５μｍにな
るようにスピンコータにより塗布を行う。その後、８０
℃、３０分のプリベークにより溶剤を除去後、２００℃
にて６０分の硬化ベークを行って終了する。
【００７０】このようにして得られた樹脂膜を削り取
り、熱分析を行い熱変形温度Ｔｇを測定すると２０３℃
であった。また、削り取った樹脂膜を液晶中に添加し、
１００℃で１００時間のエージングを行った後、液晶の
比抵抗を測定し上式（１）により初期液晶の比抵抗に対
する保持率を求めた結果、５６％であった。
【００７１】ここで、上記各製造方法によって形成され
た平坦化膜ＯＣの効果は、次に述べる製造方法と比較す
ることによって、顕著となる。
【００７２】まず、主剤として脂環エポキシ樹脂、硬化
剤としてフェノール樹脂、溶剤としてプロピレングリコ
ールモノエチルエーテルアセテートとジエチレングリコ
ールジメチルエーテルの混合溶媒を用意し、固形分濃度
を２０％に調整した。
【００７３】そして、このレジストを硬化した後、膜厚
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が１．５μｍになるようにスピンコータにより塗布を行
う。その後、８０℃、３０分のプリベークにより溶剤を
除去後、２００℃にて６０分の硬化ベークを行って終了
する。
【００７４】このようにして得られた樹脂膜を削り取
り、熱分析を行い熱変形温度Ｔｇを測定すると１６５℃
であった。また、削り取った樹脂膜を液晶中に添加し、
１００℃で１００時間のエージングを行った後、液晶の
比抵抗を測定し上式（１）により初期液晶の比抵抗に対
する保持率を求めた結果、４％であった。
【００７５】なお、図８は、樹脂への硬化促進剤添加量
に対する該樹脂の熱変形感度との関係を示す図で、硬化
促進剤添加量を３Ｐｈｒ以上添加することによって、熱
変形温度が約２００℃に安定することを示している。
【００７６】また、図９は、樹脂の熱変形温度と液晶へ
の汚染性との関係を示した図で、熱変形温度が２００℃
以上とすることにより、初期液晶の比抵抗に対する保持
率が向上することが判る。
【００７７】実施例４．上述した各実施例では、画素の
構成としていわゆる縦電界方式のものを説明したもので
あるが、これに限定されることなくたとえば横電界方式
のものであっても適用できることはもちろんである。
【００７８】図１３は、横電界方式の液晶表示装置の画
素の構成の一実施例を示す平面図である。この方式は、
画素電極ＰＸが形成された側の透明基板ＳＵＢ１の液晶
側の面に対向電極ＣＴが形成され、これら各電極はそれ
ぞれストライプ状（この図では図中ｙ方向に延在してい
る）のパターンをなし交互に配置されている。
【００７９】画素電極ＰＸと対向電極ＣＴは絶縁膜を介
して異なる層に形成され、これの間に発生する電界のう
ち透明基板ＳＵＢ１とほぼ平行な成分を有する電界によ
って液晶の光透過率を制御するようになっている。
【００８０】なお、各電極ともその延在方向に複数の屈
曲部を有するのは、画素電極ＰＸと対向電極ＣＴの間に
発生する電界の方向が異なる２つの領域を形成せしめ、
表示面に対して異なる方向から観察した場合に色調の変
化が生じるのを回避するいわゆるマルチドメイン方式を
採用しているからである。
【００８１】なお、各画素領域はｘ方向に延在しｙ方向
に並設されるゲート信号線ＧＬとｙ方向に延在しｘ方向
に並設されるドレイン信号線ＤＬによって囲まれた領域
に形成され、一方のドレイン信号線ＤＬは薄膜トランジ
スタＴＦＴを介して画素電極ＰＸに接続されていること
は図３と同様の構成となっているが、各対向電極ＣＴに
対向電圧信号を供給するための対向電圧信号線ＣＬが新
たに形成されているところが異なっている。
【００８２】このことから、透明基板ＳＵＢ２側におい
ては、図１２に示す対向電極ＣＴが形成されていないの
が通常となり、他の部分、すなわち、カラーフィルタＦ
ＩＬ、ブラックマトリックスＢＭ、平坦化膜ＯＣ等にあ
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っては図１２に示す構成とほぼ同様となっている。この
ため、この平坦化膜ＯＣにあって本発明が適用できる。
【００８３】また、このような横電界方式の液晶表示装
置は、その透明基板ＳＵＢ１側に形成する保護膜ＰＳＶ
を二層構造とし、下層にたとえばＳｉＮ等の無機材料、
上層に樹脂膜等の有機材料で構成する場合がある。画素
電極ＰＸと対向電極ＣＴの本数が多くなった場合等にお
いて、保護膜ＰＳＶのもつ容量が大き過ぎる場合がある
からである。
【００８４】このような構成において、該保護膜ＰＳＶ
の上層の有機材料に本発明が適用できる。さらに、この
ような方式の液晶表示装置の画素電極ＰＸおよび対向電
極ＣＴのうち少なくともいずれか一方の電極を透明電極
で構成してもよく、前記保護膜ＰＳＶの上層の有機材料
上に透明電極を形成する場合においては、本発明の適用
が効果的となる。
【００８５】
【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、
本発明による液晶表示装置によれば、シール剤との接着
性が良好な樹脂膜を備えることができる。また、透明導
電膜が直接形成される樹脂膜であって、該透明導電膜の
シート抵抗を変動させることのないものを備えることが
できる。さらに、液晶を汚染させることのない樹脂膜を
備えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜
の効果を示すグラフである。
【図２】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜*
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*の効果を示すグラフである。
【図３】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜
の効果を示すグラフである。
【図４】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜
の効果を示すグラフである。
【図５】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜
の効果を示すグラフである。
【図６】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜
の効果を示すグラフである。
【図７】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜
の効果を示すグラフである。
【図８】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜
の効果を示すグラフである。
【図９】本発明による液晶表示装置に用いられる樹脂膜
の効果を示すグラフである。
【図１０】本発明による液晶表示装置の全体一実施例を
示す等価回路図である。
【図１１】本発明による液晶表示装置の画素の一実施例
を示す平面図である。
【図１２】図１１のXII－XII線における断面図である。
【図１３】本発明による液晶表示装置の画素の他の実施
例を示す平面図である。
【図１４】表面接触角を説明するための図である。
【符号の説明】
ＳＵＢ…透明基板、ＧＬ…ゲート信号線、ＤＬ…ドレイ
ン信号線、ＴＦＴ…薄膜トランジスタ、ＢＭ…ブラック
マトリックス、ＦＩＬ…カラーフィルタ、ＯＣ…平坦化
膜、ＰＳＶ…保護膜。

【図１】 【図２】 【図３】

【図１４】
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【図４】 【図５】 【図６】

【図７】
【図８】 【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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